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【はじめに】マグネシウムシリサイド（Mg2Si）は室温において約 0.6 eV のバンドギャップエネ

ルギー（Eg）を持つ間接遷移型の半導体であり、Snとの混晶化で Eg = 0.3 eVまで制御できるため、

波長 2 µm ~ 4 µm域での赤外受光素子に適している[1]。これまで我々は、n型のMg2Si基板に p型

不純物として Ag を熱拡散させることで pn 接合が形成できること、この素子において波長 2 µm

以下で光応答が得られることを報告している[2],[3]。更なる高感度化に向けて pn接合深さの制御が

不可欠であり、Mg2Si中の Ag 拡散係数を知ることが重要となる。そこで本研究では、スパッタエ

ッチング法[4]を用いてMg2Si結晶中の拡散係数を評価し、Ag拡散深さを制御して素子の高感度化

を図ったので報告する。 

【実験方法】鏡面研磨した n型Mg2Si基板（n = 7×1015 cm-3）上に Agを真空蒸着し、熱拡散を行

うことで、p層を形成し pn接合ダイオードを作製した。素子表面を斜め研磨し、斜め研磨面に対

して Ar+RFスパッタエッチングを行った。その後、ノマルスキー型の光学顕微鏡でスパッタ面を

観察し、Ag 拡散深さを評価した。また、SIMS 分析と比較することで Mg2Si 中の Ag 拡散濃度を

導出した。求めた拡散係数より拡散条件を適正化し、pn 接合ダイオードの作製、評価を行った。 

【実験結果と考察】Fig. 1に測定したMg2Si結晶中のAg拡散係数のアレニウス・プロットを示す。

拡散係数は直線に載っており、活性化エネルギーは約 1.9 eVであった。Fig. 2は、拡散深さを 20 µm

になるように設計、作製した素子の J-V 特性である。明瞭な整流特性が得られており、pn接合が

形成できている。また受光感度は、拡散深さ 80 µm[3]の素子と比べて、およそ 4倍向上した。 
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Fig. 1 Mg2Si 中の Ag拡散係数の 

アレニウス・プロット 

Fig. 2 Ag拡散深さ 20 µmの Mg2Si 

pn接合ダイオードの J-V 特性 
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